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Реферат:
1. Дисертація присвячена встановленню відтворюваних умов виготовлення тонких плівок оксиду нікелю та
гетеропереходів на їх основі, дослідженню їх структурних, електричних, оптичних та фотоелектричних
властивостей при різних умовах, розширенню можливостей їх застосування та покращення їх параметрів. В
широкому діапазоні температур 77-290 К проведено дослідження явищ переносу в тонких плівок оксиду
нікелю, напилених при різних температурах підкладки 373 К та 523 К та їх оптичних властивостей. Показано
вплив обробки поверхні підкладок Si на електричні властивості гетероструктур p-NiO/n-Si. Досліджено їх
електричні та фотоелектричні властивості та встановлено домінуючі механізми струмопереносу. Визначено
електричні параментри гетеропереходів p-NiO/n-CdTe, p-NiO/p-CdTe, p-NiO/p-Cd1-xZnxTe, p-NiO/n-Cd1-
xZnxTe та p-NiO/n-SiC. Досліджено темнові вольт-амперні характеристики гетеропереходів в широкому
діапазоні температур.



2. The dissertation is devoted to the establishment of reproducible conditions for the production of thin films of
nickel oxide and heterojunctions on their basis, to study their structural, electrical, optical and photoelectric
properties under different conditions, to expand the possibilities of their application and to improve their
parameters. A study was carried out on phenomena of transfer in thin films of nickel oxide, deposited at different
temperatures of substrate 373 K and 523 K, and their optical properties, in a wide temperature range of 77-290 K.
The influence of surface treatment of substrates Si on the electrical properties of p-NiO / n-Si heterostructures is
shown. Their electrical and photoelectric properties were investigated and the dominant mechanisms of current
transfer were established. The electrical parameters of the p-NiO / n-CdTe, p-NiO / p-CdTe, p-NiO / p-Cd1-
xZnxTe, p-NiO / n-Cd1-xZnxTe and p-NiO / n-SiC heterojunctions are determined. The dark volt-ampere
characteristics of heterojunctions in a wide temperature range are investigated.
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